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Размерная зависимость состава свободных кластеров N2-Ar 
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В последние годы широкий интерес вызывают исследования свобод-

ных от подложки гетерогенных ван-дер-ваальсовых кластеров. Так, при 
изучении воздействия на кластеры мощных лазерных импульсов, исполь-
зование бинарных кластеров позволяет повысить выход заряженных ча-
стиц, X-фотонов, инициировать в кластерах, содержащих дейтерий, тер-
моядерные реакции [1]. 

Ранее [2, 3] было установлено, что состав бинарных кластеров суще-
ственно отличается от состава исходной газовой смеси. Задача настоящей 
работы – изучение состава N2-Ar кластеров в зависимости от их размеров 
и состава исходной газовой смеси. Кластеры получали методом сверх-
звукового расширения газа в вакуум. Размеры кластеров и их состав 
определяли электронографическим методом.  

В результате теоретического анализа полученных экспериментальных 
данных впервые установлено соотношение для концентрационного со-
става кластеров N2-Ar:  
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где cl
ArC  – концентрация аргона в кластере; gas

ArC  – концентрация ар-
гона в газовой смеси; CRC = 0,75 ат.дол. – критическая газовая концен-
трация Ar,  выше которой формируются только чистые Ar  кластеры;  
R – радиус кластера; R0 – критический радиус кластера, выше которо-
го имеет место переход от чистых кластеров Ar  к бинарным N2-Ar; 
b/4p = 23 Å для N2-Ar системы. Установлено, что предложенное соот-
ношение справедливо и для Ar-Kr и Kr-Xe систем. 
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